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【はじめに】 全光信号処理用の全光フリップフロップ

として多モード干渉導波路(MMI)を用いた光フリップ

フロップ[1]が実証されているが，我々は半導体マイク

ロリングレーザを用いた小型集積化デバイスによる異

なる波長間の一方向全光フリップフロップの実現を目

指している．本研究では微小曲げ半径20mの半導体マ

イクロリングレーザを製作して，発振方向に非対称な

発振スペクトルを確認したので報告する． 

【デバイス構造】 製作したデバイスの上面顕微鏡写真

をFig.1に示す．バスライン導波路に単一マイクロリン

グが結合したall-pass型で，活性層にInGaAs/InGaAsPの

多重量子井戸構造(9層)を用い，クラッドはInPである．

ハイメサ導波路の幅は2.0m，上部InPクラッド厚は

1.0m，リングとバスラインの結合部は2段階エッチン

グによって活性層上面まで形成したギャップ幅1.0m

の方向性結合器[2]を用いた．結合率の設計値は0.457，

周回長は365m(FSRの理論値は1.46nm)である． 

【測定結果】発振しきい値電流 160mA(13.76kA/cm2)

で右回り，左回り両方の発振が確認された．リングに

1.3 Ith の電流を流した時の port#1，port#2からの出射

光のスペクトル特性をそれぞれ Fig.2，Fig.3 に示す． 

FSR が 1.7nm と理論値の 1.2 倍になっており，port#1

では発振波長が 1543.5nm，port#2 では 1545.2nm と同

じ注入電流で 2つのポートから異なるスペクトルピー

クが得られた．目的とする異なる発振波長間での一方

向フリップフロップには至らなかったが異なる出射ポ

ート間での光注入による発振方向切り替え[3]の可能

性が期待出来る． 
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Fig.1 Optical microscope image of semiconductor microring 

laser 

 
Fig.2: Lasing spectrum from port #1 

 

   Fig.3: Lasing spectrum from port #2 

第 60 回応用物理学会春季学術講演会　講演予稿集（2013 春　神奈川工科大学）

Ⓒ 2013 年　応用物理学会

29p-B3-16

05-088


